2.1 Расчет оконечного каскада

При построении двухтактных каскадов используются транзисторы с близкими параметрами. В силу симметрии схемы расчет двухтактного каскада производят для одного из плеч. Двухтактный безтрансформаторный выходной каскад позволяет при небольших габаритах получить высокий КПД. Транзисторы в нем, как правило, включены по схеме с общим коллектором, что дает возможность использовать непосредственную связь с предыдущим каскадом, уменьшает частотные и нелинейные искажения, а также обеспечивает малое выходное сопротивление, необходимое при работе на низкоомную нагрузку. Однако, из-за того, что схема с общим коллектором имеет усиление по напряжению меньше единицы, напряжение питания предоконечного каскада должно быть больше напряжения, питающего оконечный каскад. 

Одна из схем, удовлетворяющих поставленным требованиям, приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Схема оконечного и предоконечного каскадов

В данной схеме емкость С1 включена для того, чтобы постоянная составляющая сигнала не проходила в каскад.

Сопротивления R1 и R2 играют роль делителя напряжения. С помощью них задается необходимый ток покоя базы транзистора VT1. C помощью их подбора и задается необходимый потенциал на транзисторе. Диоды VD1, VD2 играют роль, как сопротивления, так и элемента необходимого для задания тока покоя для оконечного каскада.

В предоконечном каскаде используется эмиттерная стабилизация. Для этого в цепь эмиттера включен резистор R4. То есть образуется последовательная обратная связь по току. Выравнивающее действие ОС объясняется тем, что, например, при увеличении тока коллектора под воздействием дестабилизирующего фактора возрастают ток эмиттера и напряжение, теряемое на R4.  Часть   этого   напряжения   поступает   на    базу транзистора и уменьшает коллекторный ток. Таким образом, результирующее изменение его получается меньше, чем в схеме без ОС.

Конденсатор С2 используется для того, чтобы сглаживающее действие ОС, не привело к снижению коэффициента усиления сигнала.

Емкость C3 используется как дополнительный источник питания для одной из полуволны. Допустим, при прохождении отрицательной полуволны, замкнется цепь и, в нагрузке мы получим отрицательную полуволну. При этом будет происходить заряд емкости С3. При прохождении положительной полуволны ток в нагрузке будет обеспечиваться разрядом емкости С3.

Определим напряжение источника питания. 

Амплитуда выходного напряжения:
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По выходным характеристикам транзистора, определим величину остаточного напряжения Uост для Iкm.

Ток покоя транзисторов выбираем из условия:
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Рисунок 3 – Выходные характеристики
Напряжение между коллектором и эмиттером в точке покоя:
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В качестве транзистора в оконечном каскаде, зная напряжение питания каскада и амплитуду коллекторного тока, подберем транзистор КТ819Б.

Его основные характеристики:

       Iкmax – постоянный ток коллектора, 10А;

       Uкэ – постоянное напряжение коллектор – эмиттер, 50В;

       Pkmax – постоянная рассеиваемая мощность коллектора, 60 Вт;

       Uэбmax – постоянное напряжение эмиттер – база, 5В;

   h21э – статический коэффициент передачи тока в сх. С ОЭ – 15…20;

   ft – граничная частота – 12МГц;

Проверим, не превышены ли токи и напряжения, прикладываемые к транзисторам по сравнению с максимально допустимыми Iкмаxдоп. и Uкэмаксдоп.
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Напряжение питания однотактного предоконечного резистивного каскада должно удовлетворять следующим соотношениям.
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Теперь по найденному значению Iб0, по входной характеристике транзистора можно найти напряжение покоя Uбэ0.
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Рисунок 4 – Входная характеристика транзистора КТ819Б

По этому же рисунку найдем максимальное значение тока базы Iбмах. Найдем для тока Iбмах напряжение Uбэмах. 

Итак:

Iб0=10 мА;

Iбмах=60мА;

Uбэ0=0,52 В;

Uбэмах=0.64 В;

Амплитуда напряжения между базой и эмиттером:
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В справочниках обычно приводятся вольтамперные характеристики для транзисторов со средним значениями коэффициента усиления тока в схеме с ОЭ:
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Амплитуда тока базы для наихудшего транзистора:
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Сопротивление эмиттерной стабилизации:
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Амплитуда входного напряжения:
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Коэффициент усиления каскада по напряжению:
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Входная мощность каждого плеча:
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Входное сопротивления транзистора переменному току в схеме с ОЭ и аналогичное сопротивление с учетом обратной связи за счет Rэ:
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Входное сопротивление транзистора в схеме с ОК:
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Емкость разделительного конденсатора в цепи нагрузки:
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Величина коллекторного сопротивления нагрузки предыдущего каскада:
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За величину входного тока берем входной базовый ток оконечного каскада.

Сопротивление источника сигнала для выходного каскада:
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Среднее значение тока, потребляемое выходным каскадом от источника питания:
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Входная емкость транзистора во включении с общим коллектором, где 
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где Ск – емкость коллекторного перехода транзистора;
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Определим марку диодов VD1, VD2. Для этого определим:


[image: image41.wmf]];

[

28

,

1

52

,

0

52

,

0

)

5

,

0

5

,

0

(

2449

,

0

3

2

6

5

В

U

U

R

I

R

I

U

бэVT

бэVT

ко

ко

см

=

+

+

+

×

=

+

+

+

×

=


Так как ток покоя оконечного каскада Iбо=10мА, то нужно взять два диода Uпр=0,64 каждый. Выбираем диод Д9Б.
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